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2 0 2 4年1 2月2日，美国商务部工业与安全局（Bu r eau  o f  I n d u s t r y  an d  S ec u r it y,  BI S）公布《临时最终规则 :增加

外国直接产品规则，对先进计算和半导体制造物项管控的优化》（《临时最终规则》），对美国《出口管理条例》

（Ex p o r t  Ad m in is t r a t io n  Reg u la t io n s ,  EAR）进行了修订。本次《临时最终规则》的修订通过新增对2 4种半导体

制造设备和3种用于开发或生产半导体的软件工具的管制、对高带宽内存（h ig h  b an d w id t h  m em o r y , HBM）的管

控、新增两项外国直接产品规则，以及增列1 4 0个实体至实体清单等，旨在减缓中国先进人工智能的发展和试图遏

制中国对本土半导体生态系统的发展。本次《临时最终规则》的多数规则（包括对于新的外国直接产品规则的合规

要求）于1 2月3 1日生效。关于实体清单的增列、红旗行为更新以及有关软件密钥的管控措施于1 2月2日生效。

本次《临时最终规则》预计将成为拜登政府为限制向中国销售先进芯片和芯片设备而采取的最后重大举措之一，是

即2 0 2 2年1 0月开始大幅修改针对中国的先进芯片出口管制规则，并于2 0 2 3年1 0月和2 0 2 4年4月更新后的又一次较

为系统的、有针对性的遏制中国先进制程半导体生产能力的管控。美国商务部部长雷蒙多表示，拜登政府领导下的

商务部 “在使用出口管制措施方面是最积极的 ”，她相信他们为即将上任的特朗普政府留下了一份蓝图，供其制定自

己的半导体相关国家安全控制方法。 “我们让BI S比以往任何时候都更强大、更具战略性、更有效， ”新规则 “为下

一届政府奠定了基础，以继续保持维护美国技术安全和领导地位所需的重要助力 ”。

相较于第一届特朗普政府主要为交易型、以事件驱动、以公司为中心的出口管制措施的应用，如针对华为和中芯国

际等实体的实体清单增列，拜登政府制定了 “小院高墙 ”战略，旨在精确定位和限制中国获取对中国军事和监视能力

最有利的特定技术。即将上任的特朗普政府在第二任期可能会选择比拜登政府更为灵活的方式实施出口管制措施，

但是也不排除会进一步扩大拜登政府的 “小院高墙 ”这一战略，并继续试图说服盟友和合作伙伴也采取同样措施。

中国政府也针对本次美国出口管制措施域外效力的进一步扩大迅速作出反击。2 0 2 4年1 2月3日中国商务部发布

2 0 2 4年第4 6号《关于加强相关两用物项对美国出口管制的公告》（《公告》）。本次的措施加强了2 0 2 3年8月采

取的矿产出口贸易管制措施，并且仅适用于美国市场。

小文针对本次《临时最终规则》的重大修改以及中国政府的反制措施，作如下浅析。

一、新增对 H B M的出口管制

    
由于HBM作为一种高级存储器，对大规模人工智能训练和推理起到关键作用，并且也是先进计算集成电路的关键组成部分，因此

BIS在本次《临时最终规则》中修订《商业管制清单》（Commercial Control List, CCL）：在ECCN3A090.c中，针对具有特定内存带

宽密度（memory bandwidth density）的HBM堆栈（stacks）新增基于“区域稳定”理由适用的许可证管控措施，即，出口到EAR第740

部分1号补编D:5国家组（包括中国）与澳门适用许可证措施。另外，HBM也适用新的“半导体生产设备（Semiconductor

Manufacturing Equipment, SME）”外国直接产品规则，即，非美国生产的列入ECCN 3A090.c的HBM如符合EAR§734.9(h)高级计算外

国直接产品（Foreign Direct Product）规则规定的范围，则也将受到EAR的许可证要求。

根据新增的技术注释的定义， “内存带宽密度 ”是指，封装（p ac k ag e）或堆栈的内存带宽（以GB/秒为单位）除以

封装或堆栈的面积（以平方毫米为单位）。当堆栈包含在封装中时，应使用封装设备的内存带宽和面积对物项进行

计算。《临时最终规则》设定的管控阈值为内存带宽密度每秒每平方毫米2 GB（GB/ s / m m ^2），参数大于该阈值

的HBM将受到管控。BI S指出，目前所有正在生产的HBM堆栈均超过这一阈值。并且，HBM还包括动态随机存取

存储器集成电路（d y n am ic  r an d o m  ac c es s  m em o r y  in t eg r a t ed  c ir c u it s），无论其是否符合HBM的 J EDEC标准

（联合电子设备工程委员会， J o in t  Elec t r o n  Dev ic e  En g in eer in g  Co u n c il，简称 J EDEC， J EDEC制定并发布
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HBM内存标准）。只要动态随机存取存储器集成电路的参数超过上述阈值，就适用ECCN3 A0 9 0 . c的管控。

ECCN3 A0 9 0 . c主要针对作为独立商品出口、再出口或进行国内转移的HBM，并且  ECCN3 A0 9 0 . c包括永久固定

在 “被设计为控制接口并集成了物理层（p h y s ic a l lay er , P HY）功能的逻辑集成电路 ”上的HBM。但

是，ECCN3 A0 9 0 . c的管控范围不包括共同封装（ c o - p ac k ag ed）的且主要功能为具有处理（p r o c es s in g）性能的

共同封装集成电路，即使共同封装的集成电路同时具备HBM和逻辑功能。如果HBM被集成到集成电路或更高级别

的商品（例如计算机或电子组件）中，则ECCN3 A0 9 0 . a、 . b、4 A0 9 0 . a或 . b或相应的 . z管制可能会对含有HBM的

物项实施管制。

另外，对于ECCN3 A0 9 0 . c被纳入另一种商品的情形，还有一项特殊规定：如果该商品不属于一般命令第4号 ( d ) ( 2 )

( i)段规定的产品范围（除本次新增的ECCN3 A0 9 0 . c之外，原产品范围包括ECCN3 A0 0 1 . z、3 A0 9 0 . a、3 A0 9 0 . b

等），则该商品将被一般命令第4号授权在任何目的地使用；如果该商品属于 ( d ) ( 2 ) ( i)段规定的产品范围，则这些

物品的最终的使用，需要发生在国家组D:1、D:4或D:5（不包括国家组A:5或A:6）中所列目的地以外的目的地，并

且由总部或其最终母公司总部不在澳门或国家组D:5中所列目的地的实体使用，才能适用授权。上述

ECCN3 A0 9 0 . c相关的一般命令授权有效期截止2 0 2 6年1 2月3 1日。

《临时最终规则》在EAR§ 7 4 0 . 2 5中新增许可证例外HBM。但该许可证例外仅适用于总部设在美国或国家组A:5所

列目的地的出口商、再出口商和转移商，并且其最终母公司的总部不能在澳门或国家组D:5所列目的地。同时，为

满足新增的许可证例外HBM，除了符合上述前提条件，出口、再出口和（国内）转移还面临如下限制：（ a）HBM

的内存带宽密度需小于3 . 3 GB/ s / m m ^2；（b）出口、再出口或转移至澳门或国家组D:5所列目的地的3 A0 9 0 . c物

项，必须由共同封装的设计者直接购买；（ c）为防止转用，3 A0 9 0 . c物项必须被直接运送到封装站点（p ac k ag in g

s it es），对于总部在不同国家和地区的封装站点，可能适用对物项流转、文件保存和技术阈值的进一步要求。

二、新增两项外国直接产品规则

    
（1）脚注5实体清单实体的外国直接产品规则

《临时最终规则》对实体清单上被指定为脚注5的实体实施一项新的外国直接产品规则。脚注5实体被增列的原因主

要涉及国家安全或外交政策问题，例如通过生产先进节点集成电路参与支持中国的军事现代化。具体而言，如果出

口商、再出口商或转移商 “知悉 ”（包括有理由知悉）：（ a）这些外国生产的有关物项将被纳入由脚注5实体生产、

购买或订购的任何 “部件 ”、 “组件 ”或 “设备 ”中，或（b）任何脚注5实体是涉及这些外国生产的商品的交易的一方，

则需要获得许可证。

该项外国直接产品规则所管控的商品与半导体生产和相关活动有关。所适用的外国直接产品的美国原产技术与软件

的范围为：（ a）以下技术或软件的直接产品：ECCN3 D0 0 1（针对3 B商品）、3 D9 0 1、3 D9 9 1（针对3 B9 9 1和

3 B9 9 2）、3 D9 9 3、3 D9 9 4、3 E0 0 1（针对3 B商品）、3 E9 0 1（针对3 B9 0 3）、3 E9 9 1（针对3 B9 9 1和3 B9 9 2）、

3 E9 9 3或3 E9 9 4；（b）由位于美国境外的完整设备或设备的 “主要部件 ”生产，且该完整设备或 “主要部件 ”无论是

在美国还是在外国制造，其本身属于以下美国原产技术或软件的直接产品：ECCN3 D0 0 1（针对3 B商品）、

3 D9 0 1、3 D9 9 1（针对3 B9 9 1和3 B9 9 2）、3 D9 9 2、3 D9 9 3、3 D9 9 4、3 E0 0 1（针对3 B商品）、3 E9 0 1（针对

3 B9 0 3）、3 E9 9 1（针对3 B9 9 1和3 B9 9 2）、3 E9 9 2、3 E9 9 3或3 E9 9 4；（ c）包含由位于美国境外的完整设备或设

备的 “主要部件 ”生产的直接产品，完整设备或设备的 “主要部件 ”的范围同（b）项。且，外国生产的直接产品为如

下物项：3 B0 0 1 ( 3 B0 0 1 . a . 4 ,  c ,  d ,  f . 1 ,  f . 5 ,  g ,  h ,  k  t o  n ,  p . 2 ,  p . 4 ,  r除外 )、3 B0 0 2 ( 3 B0 0 2 . c除外 )、3 B9 0 3、

3 B9 9 1 ( 3 B9 9 1 . b . 2 . a至3 B9 9 1 . b . 2 . b除外 )、3 B9 9 2、3 B9 9 3或3 B9 9 4。

（ 2）半导体制造设备（ SME）外国直接产品规则

《临时最终规则》规定，如果 “知悉 ”涉及国家安全的某些外国生产的商品将运往澳门或D:5国家组所列目的地，则

可能适用S ME外国直接产品规则。外国生产的商品属于以下其中一项：（ a）为3 D9 9 2或3 E9 9 2规定的技术或软件

的直接产品；（b）外国生产的商品由位于美国境外的完整设备或设备的 “主要部件 ”生产，且该完整设备或 “主要部

件 ”无论是在美国还是在外国制造，其本身属于以下美国原产技术或软件的直接产品：ECCN3 D0 0 1（针对3 B商
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品）、3 D9 0 1、3 D9 9 1（针对3 B9 9 1和3 B9 9 2）、3 D9 9 2、3 D9 9 3、3 D9 9 4、3 E0 0 1（针对3 B商品）、3 E9 0 1（针

对3 B9 0 3）、3 E9 9 1（针对3 B9 9 1或3 B9 9 2）、3 E9 9 2、3 E9 9 3或3 E9 9 4；（ c）包含由位于美国境外的完整设备或

设备的 “主要部件 ”生产的直接产品，完整设备或设备的 “主要部件 ”的范围同（b）项。且，外国生产的直接产品为

如下物项：ECCN3 B0 0 1 . a . 4、 c、d、 f . 1、 f . 5、k至n、p . 2、p . 4、 r或3 B0 0 2 . c的外国生产的商品。

三、《商业管控清单》的修订

    
除上述新增的ECCN3A090.c对HBM的管控之外，《临时最终规则》对CCL作出了其他多项修订，共新增了6项新的ECCN编码。有关

修订主要对以下物项实施新的管制：生产先进节点集成电路所需的半导体制造设备，包括某些蚀刻、沉积、光刻、离子注入、退

火、计量和检测以及清洁工具；以及开发或生产先进节点集成电路的软件工具，包括某些可提高先进机器生产率或允许较低端的机

器生产先进芯片的软件。具体而言，该等新增的ECCN编码所管控的物项，目前基于反恐（AT）、区域稳定（RS）或国家安全

（NS）原因进行管制，根据不同管制原因和具体ECCN，出口、再出口或（国内）转移至EAR第738部分1号补编反恐表1（AT

Column 1）所列目的地、澳门或D:5国家组目的地、或某些情况下出口相关物项至全世界，适用出口管制的许可证要求。

具体修订内容如下表所示。
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四、新增红旗警示

    
红旗（Red Flags）行为，是指出口目的地可能是不当最终用途、最终用户或目的地的交易。《临时最终规则》在EAR第732部分3号

补编“BIS了解您的客户（know your customer）指南及红旗”一章新增8个红旗行为，以协助各方及时识别风险。目前，BIS一共列举
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了27个红旗行为，包括本次新增的8个红旗行为，共13个红旗行为针对中国出口先进芯片以及有关设备的管制。本次新增的红旗行

为如下：（1）非先进制造工厂订购专为先进节点集成电路生产而设计的设备（例如，EAR§742.4(a)(4)所列ECCN），而以该工厂技

术水平，并不需要这些设备；（2）出口商、再出口商或转移商收到的订单的最终所有者或用户不确定；（3）出口商、再出口商或

转移商收到与某项物项相关的订单或请求，该物项需要相关许可证，而该物项的许可证历史存在不确定性（例如许可证审查政策为

推定拒绝）；（4）出口商、再出口商或转移商收到请求，要求对某件在出口、再出口或转移后被第三方改装的物项提供服务、安

装、升级或其他维护，而相关改装情况使该物项可被用于更高级的最终用途，且在相关目的地使用通常需要申请许可；（5）出口

商、再出口商或转移商收到新客户的商品或服务请求，该新客户的高级管理层或技术领导为实体清单实体；（6）出口商、再出口

商或转移商收到新客户提出的请求，要求提供为现有或以前的客户设计或修改的商品或服务，而该客户现已被列入实体名

单；（7）在分析脚注5和SME外国直接产品规则的范围时，如果外国生产的物项符合EAR§734.9(e)(3)(i)或§734.9(k)(1)中的相关3B类

ECCN中的描述，并且包含至少一个集成电路，则可能表明该外国生产的物项符合适用外国直接产品规则的产品范围；以及，（8）

最终用户是与生产先进节点集成电路的设施物理连接（例如通过桥梁、隧道与另一栋建筑物相连）的设施。

五、新增实体清单实体

    
在发布本次《临时最终规则》对EAR进行修订的同时，BIS同步于实体名单中增加了140个实体，其中136个为中国企业。本次BIS增

列的实体中，大多数中国实体因协助开发或生产用于军事最终用途的集成电路被增列，其获得所有受EAR管辖的物项都必须取得许

可证，并适用推定拒绝的许可证申请审查政策。对于某些涉及支持在实体清单所列实体的设施生产先进节点集成电路、开发用于军

事最终用途的先进节点集成电路等活动的实体，BIS将其指定为脚注5实体，它们将额外适用如上所述脚注5外国直接产品规则的有

关限制。具体而言，本次被增列的实体涉及：

●  三家涉及参与投资半导体领域的投资机构：BI S将其增列实体清单的理由为，这三家投资机构参与协助中国政府

收购具有敏感半导体制造能力的实体，并计划将被收购实体迁移至中国，以协助实现半导体制造生态系统的本土

化。而这些被收购的实体对美国及其盟友的国防工业基础至关重要。

●  七家微电子公司、集成电路设备公司以及软件和信息技术公司：与先进节点制造设施共同开发光刻技术以生产

用于军事最终用途的芯片。

●  四家半导体测试设备公司：有可能将原产于美国的物项转移给实体清单上的各方，包括在中国军事现代化中发

挥重要作用的实体。

对于以下实体，BI S将其指定为脚注5实体：

●  一家半导体制造公司：有很大风险将参与先进节点集成电路开发或生产。

●  十家集成电路、半导体科技公司、设备制造商：可能协助华为实现其自主生产先进节点集成电路的目标，以支

持其军事现代化。

●  两家集成电路技术公司：已经获取或试图获取美国的工具或部件，可能支持在实体名单实体的设施生产先进节

点集成电路。

●  两家集成电路创新、技术型机构：协助开发或生产军事用途的集成电路，并参与开发或生产先进节点集成电路

的活动。

●  一家微电子研究所：支持中国先进节点集成电路和军事现代化努力，包括为军事最终用途开发或生产先进节点

集成电路以及与实体名单上的各方合作。

另外，BI S还对此前已经被增列实体清单的7家集成电路制造相关的公司新增脚注5，以进一步限制其获取支持先进

节点集成电路生产的相关物项。

六、中国政府的反制措施

    

5



2024年12月3日，在美国商务部发布《临时最终规则》修订EAR以加强半导体相关管制一天后，中国商务部迅速作出反击，发布

2024年第46号《公告》。《公告》宣布：（1）禁止对美国军事用户或军事用途出口两用物项；（2）原则上不予许可镓、锗、锑、

超硬材料相关两用物项对美国出口；（3）对石墨两用物项对美国出口，实施更严格的最终用户和最终用途审查。

本次的措施加强了2 0 2 3年8月采取的矿产出口贸易管制措施，并且仅适用于美国市场。2 0 2 3年7月时，中国商务部

曾发布海关总署公告2 0 2 3年第2 3号《关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告》，对镓、锗相关物项实施出口

管制，未经许可不予出口。本次中国商务部所限制和禁止出口的上述物项具有包括军事用途在内的广泛用途。

中国是全球最大的镓和锗来源国，镓和锗可用于半导体和其他电子产品，并且锗还可用于红外技术、光纤电缆和太

阳能电池等领域。锑可用于制造子弹和其他武器，而石墨是电动汽车电池的重要构成材料。根据美国地质调查局于

2 0 2 4年11月发布的报告，2 0 2 3年中国对镓、锗相关物项实施的限制措施导致的进口量减少，对美国市场所造成的

经济损失主要集中于半导体设备制造业，约占净损失的4 0 %以上。如果全面禁止出口，镓价格可能会上涨1 5 0 %以

上，锗价格可能会上涨2 6 %。根据路透社1 2月4日的最新报道，对于中国商务部的行动，白宫发言人表示，美国正

在评估新的限制措施，并将采取 “必要措施 ”予以应对，但没有透露进一步的细节。
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